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KISALTMALAR VE SIMGELER

A : Diyotun etkin alanı
*A  : Richardson sabiti

ac : Alternatif akım

C : Kapasite

C-V : Kapasite-gerilim

C-V-f : Kapasite-gerilim-frekans

d : Schottky bölgesinin genişliği

D : Elektrik yer değiştirme

e : Elektronun yükü

E : Elektrik alan
gE  : Optik bant aralığı
cE  : İletkenlik bandı enerji seviyesi
vE  : Valans (değerlik) bandı enerji seviyesi
'
cE  : Metal içindeki termoiyonik emisyon için gerekli minimum enerji
fE  : Fermi enerji seviyesi
phE  : Fononun enerjisi
sE  : Valans bandının tepesi ile vakum seviyesi arasındaki fark

Ess : Yarıiletken yüzeyindeki arayüzey hallerinin enerjisi
sε  : Yarıiletkenin dielektrik sabiti
0ε  : Boşluğun dielektrik sabiti
*ε  : Kompleks dielektrik geçirgenlik sabiti
'ε  : Dielektrik sabiti
''ε  : Dielektrik kayıp

f : Frekans

FF : Güneş pilinin doluluk oranı
( )Ef F  : Fermi-Dirac fonksiyonu
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F(V) : Norde fonksiyonu
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bΦ  : Ortalama engel yüksekliği
c
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bΦ  : Düz beslem gerilimine bağlı olarak I-V ölçümlerinden hesaplanan engel 
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Фs : Yarıiletkenin iş fonksiyonu

ФIV : Akım-gerilim ölçümlerinden elde edilen engel yüksekliği

ФCV : Kapasite-gerilim ölçümlerinden elde edilen engel yüksekliği
∆Φ  : Engel yüksekliğindeki değişim

χ : Arayüzey tabakasının gösterdiği tünelleme engel yüksekliği
sχ  : Yarıiletkenin elektron ilgisi
( )xΨ  : Yüzey potansiyeli
( )Egc  : İletkenlik bandındaki hal yoğunluğu

G/ω-V : Kondüktans (iletkenlik)-gerilim

G/ω-V-f : Kondüktans (iletkenlik)-gerilim-frekans

h : Planck sabiti (h=6.626×10-34 J.s)
νh  : Fotonun enerjisi

 I : Akım

I-V : Akım-gerilim

0I
 : Doyma akımı

IF : Doğru beslem altındaki akım

Iph : Işık tarafından oluşturulan akım

IR : Ters beslem altındaki akım

Isc : Kısa devre akımı

J : Akım yoğunluğu
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smJ →  : Metalden yarıiletkene doğru akan akım yoğunluğu
msJ →  : Yarıiletkenden metale doğru akan akım yoğunluğu

sTJ  : Ters-doyma akım yoğunluğu
gJ  : Jenerasyon akım yoğunluğu
rJ  : Rekombinasyon akım yoğunluğu

 k : Boltzmann sabiti ( =k 8.625×10-5 eV/K)

m* : Etkin tünelleme kütlesi
*
em

 : Elektronun etkin kütlesi
*
hm  : Holün etkin kütlesi

MA : Molekül ağırlığı
*M  : Kompleks elektrik modülü
'M  : Elektrik modülünün gerçel bileşeni
''M  : Elektrik modülünün sanal bileşeni

n : İdealite faktörü
0n  : n-tipi bir yarıiletken için elektron konsantrasyonu
apn  : Sıfır gerilimdeki zahiri (apparent) idealite faktörü
in  : Asal elektron konsantrasyonu

aN  : İyonize olmuş akseptör konsantrasyonu
dN  : İyonize olmuş donor konsantrasyonu

Nc : Yarıiletkenin iletkenlik bandındaki hal yoğunluğu
vN  : Yarıiletkenin valans bandındaki hal konsantrasyonu

Nss : Arayüzey hal yoğunluğu

P : Güç kaybı
0p  : p-tipi bir yarıiletken için hol konsantrasyonu

Q  : Birim alan başına düşen yük yoğunluğu

Qss : Arayüzey hal yük yoğunluğu

Rs : Seri direnç

S : Güneş pilinin etkin alanı
η  : Güneş pilinin verimi
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ρ  : Voltaj katsayısı
( )xρ  : Konuma bağlı uzay yükü yoğunluğu

σ  : Yüzey yük yoğunluğu
acσ  : ac elektriksel iletkenlik
sσ  : Standart sapma

α  : Engel yüksekliğinin sıcaklık katsayısı
eα  : Emisyon katsayısı
sα  : Soğurma katsayısı
σα  : Standart sapmanın sıcaklığa bağlılığı

T : Sıcaklık
τ  : Taşıyıcı yaşam süresi

δ : Arayüzey tabakasının kalınlığı
δtan  : Kayıp tanjant

V : Gerilim (voltaj)
difV  : Difüzyon potansiyeli

Vi : Arayüzeydeki gerilim düşmesi

Voc : Açık devre gerilimi

Vs : Tükenim bölgesindeki gerilim düşmesi

v : Hız

w : Tükenim tabakasının genişliği
ω  : Uygulanan elektrik alanın açısal frekansı

Y : Admitans

Z : Empedans
*Z  : Kompleks empedans

BaP : Benzo[a]pyrene

BH : Engel yüksekliği

DC : Doğru akım

DLTS : Derin seviye geçici spektroskopisi

EDX : Enerji dağılımlı X-ışını
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FE : Alan emisyonu

FET : Alan etkili transistör

GD : Gaussian (Gauss) dağılımı

HJD : Heteroeklem yapı

IR : Kızılötesi (infrared)

MESFET : Metal yarıiletken (Schottky engel tabakalı) alan etkili transistör

MFIS : Metal/ferroelektrik/yalıtkan/yarıiletken

MIS : Metal/yalıtkan/yarıiletken

MOS : Metal/oksit/yarıiletken

MOSFET : Metal oksit yarıiletken alan etkili transistör

MS : Metal/yarıiletken

OFET : Organik alan etkili transistör

OP-AMP : İşlemsel yükselteç

OPVD : Organik fotovoltaik yapı

PAH : Polisiklik aromatik hidrokarbon

PVD : Fiziksel buhar biriktirme

RF : Radyo frekansı

SBD : Schottky engel diyotu

SEM : Taramalı elektron mikroskobu

TE : Termoiyonik Emisyon

TED : Termoiyonik Emisyon-Difüzyon

TEM : Geçirimli elektron mikroskobu

TFE : Termoiyonik alan emisyonu

UV : Morötesi (ultraviyole)

9,10-H2BaP : 9,10-Dihydrobenzo[a]pyrene-7(8H)-one
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